Tranzisztor- és FET-mér6 adapter

Debreczeny Abel okl. villamosmérnok, deby@mfa.kfki.hu

A mai digitalis multiméterek legtobbjében van lehetéség tranzisztor mérésre. Azonban FET mérési lehe-
téséggel még egyikben sem talalkoztam. Ez is inspiralt az alabbiak megirasara.

Sok éve hasznalok egy sajat készi-
tésd egyszeru tranzisztor- és jJFET
,mérd” szerkezetet (1. abra). A
mérot azért tettem idézojelbe,
mert valgjaban csak a mikodo-
képesség megallapitasara alkal-
mas, tranzisztornal csak hy; mér-
hetd, jJFET-nél I g és I, mérheto
két munkapontban (U, = 0,65V
ésU,=1,3V).

Tranzisztor mérésnél az R1 840
kohmos ellenallassal kb. 10 uA-
es aramot adunk a bazisba, és
mérjik a kollektoraramot. A két
aram hanyadosa = /i Ha pl.
1 mA a kollektoraram, akkor:
hp= (1000 uA-10 uA) /10 uA =99.
A szamlaloban azért szerepel a
-10 uA, mert az aramméro a ba-
zisaramot is beleméri a kollek-
toraramba. Ez 100 feletti Ay, ér-
téknél 1% alatti hibat okoz, te-
hat elhagyhato, azonban kisebb
értékeknél szamoljunk vele!

JFET-mérés: A gate 0-n van, a so-
urce 2 db sorba kotott antipara-
lel dioda parral csatlakozik a
nullara. A muszer a drain ara-
mot mutatja kb. 1,3 V zar6 gate
feszultségnél. Egy diodapart ro-
vidre zarva kb. 0,65 V a zar6 gate
feszultség. A teljes diodaegyut-
test rovidre zarva, a Source 1s 0-
ra kertl, igy Ugg = 0, a muiszer az
Ipgs aramot mutatja. Ha Ipgg > I
(Ugs=0,65V) >Ip(Ugs = 1,3 V),
akkor a FET mikodoképes. Az
R2 68 ohmos ellenallas kb.
130 mA-re korlatozza az aramot
zarlatos vagy rosszul csatlakozta-
tott mért eszk6z esetén. A mu-
szer helyén barmilyen arammeé-
r6 hasznalhato, lehetéleg 1-10-
100 mA atkapcsolhato végkiteé-
réssel. A mérést értelemszerien
mindig a legnagyobb mérésha-
tarban kell kezdeni.

A fetronos kisérleteimhez tobb
paraméterre volt szikségem,
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ezért kiegészitettem a muszert (2.
abra). Mint a kapcsolasi rajzbol
lathat6 ez valoban csak kiegészi-
tés és nem fejlesztés (bar a fejlesz-
tés jobban hangzik HI). Igy mar
U, (elzarodasi fesziiltség) méré-
sére is alkalmas és némi képletek
alkalmazasaval, szamitassal egyéb
paraméterek is meghatarozha-
tok, melyek segitségével mar ter-
vezni is lehet FET-es aramkoro-
ket. Az egyszertségbdl adodoan
természetesen nem nevezheto la-
bormiszernek, de a gyakorlat
szamara elegend6é pontossagu.
Maximum 50 mA-es Igg aramu
FET-ek mérésére alkalmas. Mint
feljebb irtam, tranzisztort digita-
lis multiméterrel is tudunk mér-
ni, ennek ellenére ebben a szer-
kezetben (ha mar ugyis benne
volt) meghagytam ezt a lehet6sé-
getis. Lényeges valtozas, hogy di-
gitalis multiméterrel (DVM) mé-
rink egy 100 ohmos ellenallason
létrejovo feszultséget. Itt mar
nem mérjuk bele a kollektor —
drain aramba a bazisaramot és a
potméter cca. 18 uA-es aramat,
mivel kozvetlenil a kollektor —
drain korben meértunk, Emiatt
KI allasatol fuggoen R2-n valto-
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zik az aram iranya azaz a rajta lét-
rejovo feszultség polaritasa, de
ez csak annyit okoz, hogy a
DVM-en megjelenik a ,-” jel, ha
P allasban mérunk (feltéve, hogy
polaritashelyesen csatlakoztat-
tuk a DVM-et).

Hasznalat

1. Tranzisztor mérésnél a K2-t hyp/
I allasba, a DVM-et 2 V DC-be
kell kapcsolni. Leolvasas: 1 mV
megfelel hpp = 1-nek,

pl. 150 mV — hy = 150.

11. A jFET-mérés harom lépésben

torténik:

1. K2 hgg/Ip-ben, DVM 2 V DC-

ben Iy, 3 leolvashato, 0,1 V
megfelel 1 mA-nek;
pl. 0,16 V— 1,6 mA.
K4-et megnyomva Iy ¢ olvas-
hat6 le, K3 megnyomasara
Ipss lathaté a kijelzon, itt is
0,1 V/1 mA léptékkel. A mért
értékeket jegyezzuk fel!

2. K2 Uy, (U, beallitas) allasban,
DVM 200 mV DGC-ben. P-vel
< 0,1 mV-ot (1 uA) beallita-
ni, lehetdleg tgy, hogy a kijel-
z€s 0 és 0,1 kozott valtakozzon.
Magyarul a drain aram 1 uA
alatt legyen de ne legyen sok-
kal alatta. [1]

3. DVM-et 20 V DC-be, K2-t U, -
be (U, mérése) kapcsolni. U,
értéke leolvashatd6 a DVM-rdl,
voltokban. Ezt is jegyezzuk fel!

A kovetkez6 paramétereket tud-
juk kiszamolni: A meredekség
maximuma (g,,y.x)» Nagyjeld me-
redekség U, = 0...0,65 V kozott
(8mos), nagyjeli meredekség
U, = 0,65...1,3 V kozott (g13),
nagyjeld meredekség U,= 0..1,3V
kozott (g,,N), drain-source ellen-
allas U, = 0-nal (Rpg).

RADIOTECHNIKA 2015/10.




